
Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0201U004849

Державний реєстраційний номер: 0197U003268

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-04-2001

II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Дослідження адсорбційних та емісійних властивостей складних плівок на W, характерних
для металевопористих катодів.

Початок етапу: 01.1997

Закінчення етапу: 12.2000

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління: Кабінет міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 2661468

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР



VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР:
Напрям фінансування: 

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Вплив електронної підсистеми на формування складу кристалів напівпровідникових сполук.

Назва роботи англійською:
The influence of the electron subsystem on the forming of the structure of the semiconductor crystals.

Реферат українською:
Досліджено вплив стану електронної підсистеми на випаровування та склад приповерхневого шару
кристалів типу А2В6 та А3В5, а також складних кристалів ніобату літію. Показано, що основні положення
розробленої раніше електронної теорії випаровування та формування приповерхневого складу бінарних
напівпровідникових сполук з іонним зв'язком при прогріванні у вакуумі справедливі і у випадку кристалів із
слабкою полярністю та складних кристалів. Досліджено адсорбційно-емісійні властивості складних плівок,
характерних для металевопористих катодів. Проведено аналіз можливостей використання поверхнево-
бар(єрних структур на основі надтонких плівок металу-кремній у якості напівпровідникових газових
сенсорів.

Реферат англійською:
The influence of the condition of the electronic subsystem to evaporation and structure of the near-surface layer
of the crystals such as A2B6 and A3B5, and also composite crystals of the LiNbO3 was studied. Is shown, that the
original positions of the electronic theory of the evaporation and formation of the near-surface structure of the
binary semiconductor crystals with an ion bonding at their heating in the vacuum, has been designed before, are
also used in case of the crystals with feeble polarity and composite crystals. The adsorption and emissive
properties of composite films, which are referred to the dispenser cathodes are investigated. The analysis of the
possibility of using superficially-barrier structures, based on the thin films of the metal - silicon composition as the
gas sensors is carried out.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис
Шнюков В.Ф., Михайловський Б.І., Пікус Г.Я., Кравченко О.І., Назаренко В.Б. Ефект тимульованого струмом
випаровування компонентів кристалу арсеніду галію в вакуумі // УФЖ, 2000, т. 45, № 2, с. 93.;W. Barth, T.
Debski, F. Shi, P. Hudek, I. Kostic, I.W. Rangelow, S. Bielh, T. Iwert, P. Grabiec, K. Studzinska, S. Mitura, I. Bekh, A.
Lushkin, L. Il'chenko, V. Ilchenko, G. Haindl. Field emission cathode array with self-aligned gate electrode
fabricated by silicon micromachining // J. Vac. Sci. Technol., B 18 (6), Nov/Dec 2000, pp. 3544 - 3548.

X. Заключні відомості
Керівник юридичної особи   Гондюл В.П.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Телефон  

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності


